
产品简介

CoolMOS™ CE 是英飞凌推出的市场领先新型高压功率 MOSFET的一个新技术

平台，它是基于革命性的超结 (SJ) 原理设计而成。

500V CE 产品组合具备快速开关 SJ MOSFET 的所有优点，同时兼具极佳易用

性。 作为完整的 CE 系列，器件设备如能具有极低的传导性和开关损耗，从

而使开关应用更为高效、紧凑，轻便且易于散热。

500V CoolMOS™ CE 与竞争对手标准 MOSFET 的效率对比 CCM PFC 分段, 
90VAC, 功率达 400W

�� 原“输出端电容”

�� 修改了原来的“耐用的高体二极管

�� 调整了语序，为了和上面特性描述

法对称。

优点

�� 原: “轻松控制的开关行为”

�� 原 “轻 载效能” 改为 “轻载效率”

�� 与标准 MOSFET 相比, 价格便宜

�� 原 “出众的可靠性、经验证的高品

质 CoolMOS™ 与高体二极管的耐用

性相结合

应用

�� 消费产品

�� 照明设备

�� 原 “PC Silverbox” 

www.infineon.com/ce

特点

500V CoolMOS™ CE 功率 MOSFET

IPP50R280CE vs. Standard MOS
delta efficiency @ VIN=90VAC; plug&play scenario; 

Rg,ext=5Ω ; f=100kHz; VOUT=400VDC

IPP50R280CE vs. Standard MOS
efficiency @ VIN=90VAC; plug&play scenario;

Rg,ext=5Ω ; f=100kHz; VOUT=400VDC
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IPP50R280CE 与标准 MOS的对比

在 VIN=90VAC 时的效率；即插即用方案；

Rg,ext=5Ω ; f=100kHz; VOUT=400VDC

IPP50R280CE 与标准 MOS 的对比

在 VIN=90VAC 时的相对效率；即插即用方案；

Rg,ext=5Ω ; f=100kHz; VOUT=400VDC
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请注意！

在任何情况下均不得将本文件所提供的信息视为对条件或

特征的担保 (“Beschaffenheitsgarantie”)。

英飞凌科技公司特此声明，对本文中所提及的任何示例或

提示、任何典型数值和/或任何与设备应用相关的信息，不

作任何及所有形式的担保或承担任何及所有形式的责任（

包括但不限于对不侵犯任何第三方知识产权的担保）

信息

有关技术、交货条款及条件和价格，请与您最近的英飞凌

科技公司办事处 (www.infineon.com) 联系。

警告

由于技术要求，组件可能含有危险物质。如需相关型号的

信息，请与距离您最近的英飞凌科技公司办事处联系。

如果可能合理地预期此类组件的故障会导致生命支持设备

或系统发生故障或影响该设备或系统的安全性或有效性，

则英飞凌科技公司提供的组件仅可用于获得英飞凌科技公

司明确书面批准的生命支持设备或系统。

生命支持设备或系统的目的是植入人体或支持和/或保持并

维持和/或保护生命。

如果出现故障，则可能危及使用者或他人的人身安全。

500V CoolMOS™ CE 功率 MOSFET

CoolMOS™ CE 产品组合

简化的测试电路

RDS(on)

TO-220  
FullPAK

TO-252
DPAK

TO-220 TO-247 IPAK

3000 mΩ IPD50R3k0CE* IPU50R3k0CE*
2000 mΩ IPD50R2k0CE** IPU50R2k0CE**
1400 mΩ IPD50R1k4CE* IPU50R1k4CE*
950 mΩ IPA50R950CE IPD50R950CE IPU50R950CE*
800 mΩ IPA50R800CE* IPD50R800CE*
650 mΩ IPA50R650CE* IPD50R650CE*
500 mΩ IPA50R500CE IPD50R500CE IPP50R500CE
380 mΩ IPA50R380CE* IPD50R380CE* IPP50R380CE*
280 mΩ IPA50R280CE IPD50R280CE IPP50R280CE IPW50R280CE
190 mΩ IPA50R190CE* IPP50R190CE* IPW50R190CE*

* 样品于 Q3 / 2012 提供

** 样品于 Q4 / 2012 提供

应用 消费产品 消费产品，照明设备 PC 电源 PC 电源 SSL 固态照明设备

IPP50R500CE vs. Standard MOS
hard commutation on conducting body diode; half bridge configuration

High Side MOS = Low Side MOS, same RG,sum = 5Ω

IF , forward current through body diode [A]
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simplified waveform when switching ON of High Side
MOSFET for 2nd time (double pulse)

�� 从 IF=1 增大到 IF=4A 过程中, 500VC 的良好特性

�� IF > 4A 时, 特性相同

�� 在关断前, 体二极管的导通时间 < 2µs

IF 通过体二极管的正向电流 [A]
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标准 MOS

IPP50R500CE 与标准 MOS 的对比
原“导通的体二极管的硬式整流；半桥配置

高边 MOS = 低边 MOS, 具有相同的 RG,sum = 5Ω“

原 “当高边 MOSFE 开关第二次为  
ON (导通)时, 得到简化的波形

”


